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１．概要（Summary） 

省エネルギーで高効率なパワーデバイスを実現すべく

次世代材料として SiC（炭化ケイ素）や GaN（窒化ガリウ

ム）などのワイドバンドギャップ半導体の研究が進められて

いる。大電流を制御するデバイスとして基板の縦方向に

電流を流す縦型トランジスタを実現するにはイオン注入を

用いる必要がある。 

我々はこれまでに 4H-SiC 基板にリン(P) イオンを基

板温度 300°C においてイオン注入し、大気圧熱プラズマ

ジェット(TPJ: Thermal-Plasma-Jet )照射による高温熱

処理により高い活性化率を得られることを報告している。

[1-2] 本研究ではより短時間に高温熱処理を行った場合

を検討すべく、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研

究所の設備を利用して４H-SiC 基板に対してイオン注入

加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

 

【実験方法】 

RCA（Radio corporation of America）洗浄工程と希

フッ化水素酸処理工程により p 型エピタキシャル層付

4H-SiC ウエハを洗浄し、Si 面に対して P＋を基板温度

300°Cにて総ドーズ量 1 × 1016 cm-2 の条件で 200 nm

のボックスプロファイルを形成するようイオン注入を行った。

その後、導入した不純物を活性化するために TPJ により

短時間の高温熱処理を行う。同時にミリ秒単位という短時

間の温度変化を見積もることが可能な非接触式温度測定

法を用いて表面温度を見積もる。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

4H-SiC 基板の Si 面に対して基板温度 300°C にて P

イオンが注入され、通常の秒単位でTPJアニールによりP

イオンが活性化されていることを確認した。今後の展開と

して、表面の到達温度を一定の温度に維持するように

TPJ の出力を制御しながら照射時間を短くしていき、不純

物の活性化率と結晶性に関して評価を進めていく。 
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